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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Целью изучения дисциплины является формирование основных понятий 

микроэлектроники, изучение технологического процесса изготовления интеграль-

ных микросхем.  

1.2 Для достижения цели ставятся задачи: 

1.2.1 сформировать представление о роли микроэлектроники в современном мире, 

ее влиянии на развитие науки и техники, о значимости будущей профессии; 

1.2.2 ознакомить с основными технологическими операциями изготовления  инте-

гральных микросхем; 

1.2.3 сформировать способность самостоятельной работы с литературой по специ-

альности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  ВО  

 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ-

ЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОПК-1 

способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов есте-

ственных наук и математики 

ОПК-2 

способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответ-

ствующий физико-математический аппарат 

ОПК-7 

способностью учитывать современные тенденции развития электроники, изме-

рительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
3.1 Знать: 

3.1.1 технологические принципы микроэлектроники; (ОПК-1) 

3.1.2 тенденции развития электроники и микроэлектроники; (ОПК-7) 

3.1.3 типы структур интегральных микросхем, методы изоляции элементов, схему тех-

нологического процесса изготовления интегральных микросхем. (ОПК-2) 

3.2 Уметь: 

Цикл (раздел) ООП: Б1 код дисциплины в УП: Б1.В.ОД.11 

2.1   Требования к предварительной подготовке обучающегося  

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготов-

ку по физике и химии в пределах программы средней школы 

2.2    Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее 

Б1.Б.14 Материалы электронной техники 

Б1.Б.17 Наноэлектроника 

Б1.Б.19 Основы технологии электронной компонентной базы 

Б1.В.ОД.13 Технология материалов электронной техники 

Б2.У.1 Учебная практика 



3.2.1 использовать основные термины и понятия микроэлектроники; (ОПК-1) 

3.2.2 использовать фундаментальные физические законы для освоения будущей профес-

сии. (ОПК-1, ОПК-7) 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками работы с технической литературой (ОПК-1) 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

П./п 
Наименование раздела дисциплины Семестр 

Неделя 

семестра 

Вид учебной нагрузки и их 

трудоемкость в часах 
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1 
Основные определения и понятия 

микроэлектроники 
1 1- 4 4 4 0 8 16 

2 

Общая характеристика техноло-

гического процесса изготовления 

интегральных микросхем 

1 5 - 10 6 6 0 12 24 

3 
Основные технологические опе-

рации планарной технологии 
1 11 - 18 8 8 0 16 32 

Итого  18 18 0 36 72 

 

4.1 Лекции  

 

Неделя 

семестра 
Тема и содержание лекции 

Объем 

часов 

В том числе, 

в интерак-

тивной фор-

ме (ИФ) 

1. Основные определения и понятия микроэлектроники 4  

1 

Исторический обзор. Полупроводниковые интегральные схе-

мы. Основные принципы интегральной технологии 

Самостоятельное изучение. Собственные и примесные полу-

проводники  

2  

3 
Гибридные и совмещенные интегральные схемы. Классифика-

ция интегральных микросхем. Степень интеграции.  
2  

2. Общая характеристика технологического процесса изготовления 

интегральных микросхем 
6  

5 

Основные этапы технологии интегральных микросхем. Выбор 

полупроводникового материала. Получение полупроводнико-

вого материала. Получение полупроводниковых пластин. По-

лучение эпитаксиальных структур. Методы формирования эле-

ментов интегральных микросхем. Общая характеристика тех-

нологического процесса. 

2  

7 
Типы структур интегральных микросхем. Требования к крем-

ниевым пластинам.  
2  

9 Микроклимат и производственная гигиена 2  

3. Основные технологические операции планарной  технологии 8  



11 Термическая диффузия примесей. Ионное легирование.  2  

13 
Эпитаксия. Термическое окисление кремния. Свойства пленки 

двуокиси кремния. 
2  

15 Травление. Нанесение тонких пленок.  2  

17 
Проводники соединений и контакты в полупроводниковых ин-

тегральных микросхемах. Литография. 
2  

Итого часов 18  

 

4.2 Практические занятия  

 

Неделя 

семестра 
Тема и содержание практического занятия 

Объем 

часов 

В том числе, 

в интерак-

тивной фор-

ме (ИФ) 

Виды 

контроля 

1. Основные понятия и определения микроэлектроники 4   

2 Собственные и примесные полупроводники. P-n 

переход. Биполярный и полевой транзисторы. 

2   

4 Основные принципы интегральной технологии 2   

2. Общая характеристика технологического процесса 

изготовления интегральных микросхем 

6   

6 Основные этапы технологии интегральных мик-

росхем 

2   

8 Типы структур интегральных микросхем 2   

10 Контрольная работа 2  Контр. 

работа 

3. Основные технологические операции планарной              

технологии 

8   

12 Термическая диффузия примесей. Ионное леги-

рование. 

2   

14 Эпитаксия. Термическое окисление кремния . 2   

16 Травление. Нанесение тонких пленок.  2   

18 Контрольная работа 2  Контр. 

раб. 

Итого часов 18   

 

 

4.3 Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

 

 

4.4 Самостоятельная работа студента (СРС) 

 
Неделя 

семестра 
Содержание СРС 

Виды 

контроля 

Объем 

часов 

1 Подготовка конспекта по теме самостоятель-

ного изучения 

Проверка конспекта 2 

2 Подготовка к практическому занятию Проверка домашнего 

задания 

2 

3 Работа с конспектом лекций, с учебником  2 

4 Подготовка к практическому занятию Проверка домашнего 

задания 

2 

5 Работа с конспектом лекций, с учебником  2 



6 Подготовка к практическому занятию Проверка домашнего 

задания 

2 

7 Работа с конспектом лекций, с учебником  2 

8 Подготовка к практическому занятию Проверка домашнего 

задания 
2 

9 Работа с конспектом лекций, с учебником  2 

10 Подготовка к контрольной работе Контрольная работа 2 

11 Работа с конспектом лекций, с учебником  2 

12 Подготовка к практическому занятию Проверка домашнего 

задания 
2 

13 Работа с конспектом лекций, с учебником  2 

14 Подготовка к практическому занятию Проверка домашнего 

задания 
2 

15 Работа с конспектом лекций, с учебником  2 

16 Подготовка к практическому занятию Проверка домашнего 

задания 

2 

17 Работа с конспектом лекций, с учебником  2 

18 
Подготовка к контрольной работе, к зачету Контрольная работа, 

зачет 
2 

ИТОГО:  36 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 В рамках изучения дисциплины предусмотрены следующие образовательные 

технологии: 

5.1 Лекции: информационные лекции,  лекции – визуализации, проблемные лекции 

5.2 Практические занятия: 

    а)  работа в команде - совместное обсуждение вопросов лекций, домашних заданий, 

решение  творческих задач (метод Делфи); 

    б)  проведение контрольных работ; 

5.3 Самостоятельная работа студентов: 

 изучение теоретического материала, 

 подготовка к лекциям и практическим занятиям, 

 работа с учебно-методической литературой, 

 оформление конспектов лекций,  

 подготовка к текущему контролю успеваемости, к контрольным работам, к за-

чету  

5.4 Консультации по всем вопросам учебной программы. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВА-

ЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТО-

ЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

6.1 Контрольные вопросы и задания 

6.1.1 Используемые формы текущего контроля: 

 контрольные работы; 

6.1.2 Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для прове-

дения  текущего контроля и промежуточной аттестации. Фонд включает  варианты 

контрольных работ,  вопросы к  зачету. 



Фонд оценочных средств  представлен в учебно-методическом комплексе дисци-

плины. 

6.2 Темы письменных работ  

6.2.1 Контрольная работа по теме «Основные понятия и определения микроэлектроники» 

6.2.2 Контрольная работа по теме «Общая характеристика технологического процесса 

изготовления интегральных микросхем. Типы структур интегральных микросхем» 

6.2.3 Контрольная работа по теме «Основные технологические операции планарной  тех-

нологии» 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

7.1 Рекомендуемая литература 

№ 

п/п 
Авторы, 

составители 

Заглавие Годы издания 

Вид издания 

Обеспе-

ченность 

7.1.1. Основная литература 

7.1.1.1 Новокрещенова Е.П. Введение в микроэлектронику: учеб-

ное  пособие. Воронеж: ВГТУ 

2012 

Магнитный 

носитель 

1 

7.1.1.2 Аваев Н.А., 

Наумов Ю.Е. 

Фролкин В.Т. 

Основы микроэлектроники. Учеб. по-

собие для вузов. М.: Радио и связь. 

1991 

Печат. 

1 

7.1.1.3 
Парфенов О.Д. 

Технология микросхем. . Учеб. посо-

бие для вузов. М.: Высш. шк 

1986, 

Печат. 

0,6 

7.1.2. Дополнительная литература 

7.1.2.1 Щука А.А. Электроника: учеб. пособие для вузов. 

СПб.: БХВ-Петербург 

2006 

Печат. 

0,5     

7.1.3 Методические разработки 

7.1.3.1 Новокрещенова Е.П. 

Ермолина Е.А. 

Методические указания к выполнению 

индивидуальных  заданий по дисци-

плине «Введение в микроэлектронику» 

для студентов  специальности 210104 

«Микроэлектроника и твердотельная 

электроника» очной формы обучения 

2008 

Печат. 

1 

7.1.4 Программное обеспечение и интернет ресурсы 

7.1.4.1 Мультимедийные видеофрагменты: 

 История электроники от транзистора до современных микросхем 

Презентация выпускающей кафедры и профиля направления 

Как делают микросхемы 

Технологический маршрут изготовления микросхем  

Изготовление подложек микросхем 

Разварка выводов микросхем 
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